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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月23日(2012.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電層と、第２の導電層と、第３の導電層と、第１の配線と、第２の配線と、第
１の絶縁膜と、半導体層とを有し、
　前記第１の導電層は、前記第１の絶縁膜を介して前記半導体層と重なる領域を有し、
　前記第２の導電層は、前記半導体層と重なる領域を有し、
　前記第１の配線は、前記第１の導電層に電気的に接続され、
　前記第２の配線は、前記第２の導電層に電気的に接続され、
　前記第３の導電層は、前記第２の導電層と電気的に接続され、
　前記第１の導電層と、前記第２の導電層とは、透光性を有しており、
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　前記第１の配線と、前記第２の配線とは、遮光性を有しており、
　前記第１の配線と、前記第２の配線とは、前記第１の絶縁膜を介して交差していること
を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１の導電層と、第２の導電層と、第３の導電層と、第４の導電層と、第５の導電層と
、第１の配線と、第２の配線と、第１の絶縁膜と、半導体層とを有し、
　前記第１の導電層は、前記第１の絶縁膜を介して前記半導体層と重なる領域を有し、
　前記第２の導電層は、前記半導体層と重なる領域を有し、
　前記第４の導電層は、前記第１の絶縁膜を介して前記第５の導電層と重なる領域を有し
、
　前記第１の配線は、前記第１の導電層に電気的に接続され、
　前記第２の配線は、前記第２の導電層に電気的に接続され、
　前記第３の導電層は、前記第２の導電層と電気的に接続され、
　前記第５の導電層は、前記第３の導電層と電気的に接続され、
　前記第１の導電層と、前記第２の導電層と、前記第３の導電層と、前記第４の導電層と
、前記第５の導電層とは、透光性を有しており、
　前記第１の配線と、前記第２の配線とは、遮光性を有しており、
　前記第１の配線と、前記第２の配線とは、前記第１の絶縁膜を介して交差していること
を特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　第１の導電層と、第２の導電層と、第３の導電層と、第４の導電層と、第１の配線と、
第２の配線と、第１の絶縁膜と、半導体層とを有し、
　前記第１の導電層は、前記第１の絶縁膜を介して前記半導体層と重なる領域を有し、
　前記第２の導電層は、前記半導体層と重なる領域を有し、
　前記第４の導電層は、前記第１の絶縁膜を介して前記第３の導電層と重なる領域を有し
、
　前記第１の導電層は、前記第１の配線に電気的に接続され、
　前記第２の導電層は、前記第２の配線に電気的に接続され、
　前記第３の導電層は、前記第２の導電層と電気的に接続され、
　前記第１の導電層と、前記第２の導電層と、前記第３の導電層と、前記第４の導電層と
は、透光性を有しており、
　前記第１の配線と、前記第２の配線とは、遮光性を有しており、
　前記第１の配線と、前記第２の配線とは、前記第１の絶縁膜を介して交差していること
を特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第１の配線は、前記第１の導電層よりも導電率が高く、
　前記第２の配線は、前記第２の導電層よりも導電率が高いことを特徴とする半導体装置
。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第１の配線は、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｔａ、Ｚｒ及びＣｏ
のいずれかを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記第２の配線は、Ａｌ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ、Ｍｏ、Ｎｉ、Ｔａ、Ｚｒ及びＣｏ
のいずれかを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記半導体層は、酸化物半導体であることを特徴とする半導体装置。
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【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一において、
　前記半導体層は、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化マグネシウム亜鉛、酸化カドミウム亜鉛
、酸化カドミウム及びＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体のいずれかを有することを
特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　基板上に、透光性を有する第１の導電膜と遮光性を有する第３の導電膜とを形成し、
　多階調マスクを用いて、第１の領域と、第２の領域とで膜厚の異なる第１のレジストマ
スクを形成し、
　前記第１のレジストマスクを用いて、前記第１の導電膜及び前記第３の導電膜をエッチ
ングして、第１の導電層及び第３の導電層を形成し、
　前記第１のマスクをアッシングして前記第２の領域に第２のレジストマスクを形成し、
　前記第２のレジストマスクを用いて、前記第３の導電層をエッチングして、前記第１の
領域の前記第１の導電層を露出させ、第１の配線を形成し、
　前記基板と、前記第１の導電層と、前記第１の配線との上に絶縁膜を形成し、
　前記第１の導電層上に前記絶縁膜を介して重なるように、半導体層を形成し、
　前記絶縁膜と、前記半導体層との上に、透光性を有する第２の導電膜と遮光性を有する
第４の導電膜とを形成し、
　多階調マスクを用いて、第３の領域と、第４の領域とで、膜厚の異なる第３のレジスト
マスクを形成し、
　前記第３のレジストマスクを用いて、前記第２の導電膜及び前記第４の導電膜をエッチ
ングして、第２の導電層及び第４の導電層を形成し、
　前記第３のレジストマスクをアッシングして前記第４の領域に第４のレジストマスクを
形成し、
　前記第４のレジストマスクを用いて、前記第４の導電層をエッチングして、前記第３の
領域の前記第２の導電層を露出させ、第２の配線を形成することを特徴とする半導体装置
の作製方法。
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